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[はじめに]現在、化石燃料やウランからエネ

ルギーを得ているが安全面や環境面に問題

があり、再生可能なエネルギーに注目が集ま

っており、その中でも太陽光をエネルギー源と

する太陽電池は期待されている。 
我々はワイドバンドギャップ酸化物半導体であ

る n-ZnO、p-NiO を用いて可視光透過型太陽

電池の作製に取り組んでいる。可視光透過型

太陽電池は紫外線を吸収し、発電に利用し、

可視光を生活に利用することができる。我々は

今回 ZnO の透過性、電気特性を向上させるた

めにそれに Ga をドープした GZO の電気特性、

結晶性、透過性を評価し ZnO の結果と比較し

たので報告する。 
[実験]石英基板上に RF スパッタリング法を

用いて GZO 薄膜を作製した。成膜の条件はス

パッタガス圧力、成膜時間・Power・ターゲットと

基板までの距離・Ar ガスの流量を固定して成

膜した。その後、O2 雰囲気で 200oC、300 oC、

400℃、それぞれ 3 分間アニールした後、真空

蒸着により Al 電極を付けた。評価は分光光度

計による透過性、XRD による結晶性、van der 
pauw 法による電気特性の評価を行った。 

[結果]Fig.1 と Fig.2 にそれぞれ GZO、ZnO
についてのアニール温度に対する透過率の結

果を示す。GZO、ZnO どちらも可視光に対する

平均透過率はアニール温度に関係なく、80%
以上を示すことが分かる。また GZO の可視光

域の平均透過率は ZnO より 1～5％高かった。

この結果は、透明性を高く保ったまま、電気特

性などを制御することが可能であることを示唆

するものである。ここでは透過率についてのみ

報告したが、その他については当日報告す

る。 
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Fig.1.  Transmittance spectra of GZO thin films 

Fig.2.  Transmittance spectra of ZnO thin films 
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